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Fig. 1 Brilliance as a function of photon energy. Pale blue lines

show brilliance of 3 GeV project for various undulators and

multipole wiggler (MPW) when ey/ex＝0.01 is assumed.

Deep blue lines stand for brilliance of SPring8 for ey/ex＝

0.002. Square shows target brilliance of 3 GeV project.
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要 旨 国内初の高輝度中型 3 GeV 次世代放射光施設は，最新加速器設計の MBA（Multi-Bend Achromat）ラティスを採

用した低エミッタンス蓄積リングにより，軟 X 線からテンダー X 線領域で高コヒーレンス高輝度光の提供を目指

す。蓄積リング入射のため，XFEL SACLA の Cband 加速器からなる 3 GeV 線型加速器を採用し，軟 X 線 FEL
への拡張性も持たせた。電子ビームの安定性加速器運転の信頼性が，光源実効性能や利用者の利便性に大きく影

響するため，機器性能の確保，運転の信頼性メインテナンス性を最大限考慮した設計を進めている。蓄積リング

は周長約350 m で16セル，4BA ラティスを採用し，自然水平エミッタンス1.1 nm.rad，蓄積電流400 mA を目指す。

SPring8II 計画の R&D を最大限活用して機器性能を保証し，コストを合理化する。本稿では 3 GeV 次世代放射

光施設計画の加速器システムの特徴と進展状況を報告する。

1. 加速器システムのコンセプト

3 GeV 次世代放射光施設計画が2023年度中の稼働を目

指して進められている1)。2018年度には仙台市東北大学青

葉山新キャンパス内にて整備用地の造成が開始された。本

施設は軟 X 線からテンダー X 線領域において高コヒーレ

ンス高輝度光を提供し，軽元素の高感度測定に真価を発

揮する。耐久性に優れた先進複合材料開発，高性能磁石

スピントロニクス素子開発，新たな高活性触媒創薬開発

への貢献が期待され，硬 X 線領域を得意とする SPring8

と相補的な役割を果たす。Fig. 1 に放射光エネルギーを関

数としてプロットした放射光輝度を示す。四角の囲み枠が

本 3 GeV 放射光施設の目標輝度で，軟 X 線領域において

＞1021 photons/sec/mm2/mrad2/0.1 b.w. を目指す2)。

これは，SPring8 の100倍である。また，コヒーレンスの

指標である coherent ratio R については 1 keV 領域におい

て R＝10を目指す。ここで，

R[]＝100( eph

ex＋eph)(
eph

ey＋eph) (1)

ex, y は電子ビームの水平，垂直エミッタンスで，eph＝l/4p

は光の回折限界エミッタンスである。Fig. 2 に水平エミッ

タンスの関数として Coherent ratio（放射される光の可干

渉成分の割合）をプロットした。光の波長に依存し，ex＝

1 nm.rad では0.1 keV で R＝50程度，1 keV で10程度，

10 keV で 1程度となる。輝度と Coherent ratio の目標

値，十分な光子束を達成するため，ビーム電流400 mA，

エミッタンス 1 nm.rad を本 3 GeV 蓄積リングの目標とす

る。トータルの光源性能向上のため，ビーム寿命 5 時間

以上を目標とし，信頼性の高い Top-up 運転を目指す。

加速器システムは放射光施設として高い信頼性と実績を

持つ SPring8/SACLA の加速器デザイン技術に基づ

く。具体的な理由として以下の 3 点を挙げる。

(C) 2020 The Japanese Society for Synchrotron Radiation Research
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Fig. 2 Coherent ratio as a function of horizontal emittance for vari-

ous photon energies when ey/ex＝0.01 is assumed.

Fig. 3 3 GeV accelerator complex.
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◯ 加速器が故障なく連続的に平均200時間運転を実現し

ていること。

◯ SPring8 の Top-up 運転で蓄積ビーム電流変動0.06

以下を実現していること。

◯ XFEL 施設 SACLA は，高加速電界 C バンド加速管

など最先端技術を有し，6000時間を上回る年間運転

時間を実現していること。

3 GeV 放射光施設加速器システムは SPring8/SACLA

の知識技術経験を利用すると共に，軟 X 線 FEL への

拡張性，限られたスタッフによる高信頼性運転，タイトな

スケジュールと限られた予算の中で最先端性能実現を念頭

に設計されている。機器設計について，加速器学会で詳述

した3)。本稿では，最新加速器設計を用いた低エミッタン

ス化について分野外の読者を対象に分かり易く解説し，機

器設計開発の現状を概説する。

2. 加速器システムの基本設計

一般的な N 個の偏向磁石による MBA（Multi-Bend

Achromat）セルを基本要素として構成される蓄積リング

の理論最小エミッタンスは次式で与えられる4)。

ex, min(m.rad)＝( N＋4

12N 15)
Cqg2u3

Jx
(2)

ここで，Cq＝3.84×10－13 m.rad, g はローレンツ因子，u

は偏向磁石の偏向角である。Jx は damping partition num-

ber と呼ばれ，ビーム偏向機能のみを持つ通常の偏向磁石

では Jx＝1 である。(2)式から明らかであるが，Jx を大き

くすることでエミッタンスを低減できる。Jx は理論上最大

2 まで大きくできる。エミッタンスは u 3 に比例するた

め，蓄積リング偏向磁石の偏向角を小さくすること（リン

グあたりの偏向磁石数を増やすこと）が低エミッタンス化

に直結する。(2)式から明らかなように，理論最小エミッ

タンスはセル当たりの偏向磁石数 N にも依存し，N の大

きい方が低エミッタンス化には有利である。3 GeV 次世

代放射光施設は周長349 m のコンパクトな蓄積リングと長

さ110 m の線型加速器で構成される（Fig. 3 参照）。コンパ

クトな故にセル数が16程度に限られ，偏向磁石 2 台で構

成される従来型 DBA（Double-Bend Achromat）ラティ

スでは，ex＝1 nm.rad を達成できない。そこで，最新の加

速器設計である MBA（Multi-Bend Achromat）を取り入

れ，偏向磁石 4 台の 4BA（4Bend Acromat）ラティスと

し，偏向磁石総数を64とした。

更なる低エミッタンス化のため，本 3 GeV 蓄積リング

では機能複合型偏向磁石を採用した。通常の偏向磁石は

ビーム偏向機能のみであるが，複合型は四極磁石（この場

合，水平方向にビームを発散させ，垂直方向にビームを収

束させる磁石。発散四極磁石とも呼ばれる）も有する。詳

細は後述するが，単機能型では(2)式で Jx＝1 に対し，本

3 GeV 蓄積リングの機能複合型では Jx＝1.4程度となり，

エミッタンスを低減できる。まとめると，周長350 m 程度

のコンパクトな本 3 GeV 蓄積リングでは 4BA と機能複合

型偏向磁石を採用し，1 nm.rad 程度の低エミッタンスを

実現する。

蓄積リングのエミッタンスについて少し詳述する。電子

ビームのエミッタンスは，個々の電子の放射による振動エ

ネルギーの散逸にともなう振動減衰と放射の量子効果（不

連続性）による振動励起の動的な平衡で決まる。振動の減

衰は放射が電子の運動の接線方向に出るため，常に電子の

振動の横方向運動量の一部が放射により奪い去られて行

く。蓄積リングでは，電子の放射光生成による損失エネル

ギーを加速空胴で補うが，加速空胴は電子の進行方向にの
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Table 1 Comparison of 3 GeV-ring and SPring-8 parameters.

Parameter 3 GeV-ring SPring-8

Beam energy [GeV] 3 8

Circumference [m] 349 1436

Lattice structure 4BA DBA

Number of lattices 16 44

Number of bends 64 88

Length/bend [m] 5.5 16

Damping partition number Jx 1.4 1

ex [nm.rad] 1.14 2.4

Undulator wavelength l [nm] 0.96 0.13

Fig. 4 Four-bend achromat lattice. The horizontal, vertical beta

functions (bx and by) and dispersion function (hx) are plot-

ted along the lattice. Layout of the magnets along path

length is shown by black squares. Bending and quadrupole

magnets are designated by B and Q, respectively. Other

squares show sextupole magnets.
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みエネルギーを付与するため，この効果は電子ビーム横方

向の広がりをゼロへと減衰させる。

一方，放射は量子化されているので，偏向磁石中で電子

が放射した場合，直後に電子は放射光生成に伴う電子の離

散的なエネルギー変化と分散の積に比例して，中心軌道か

らジャンプし振動を開始する。この 2 つの効果のリング

一周に亘る寄与のバランスでエミッタンスが決定される。

エネルギーの異なる電子ビームは，偏向磁場による曲げ

角が異なるため，プリズム中の光と同様，軌道が水平方向

に分散する。分散は位置の関数として偏向磁場を出た後も

リニアに増大する。水平に収束レンズ機能を持つ四極磁石

を用いて分散を収束できるので，四極磁石を適切に配置す

れば，分散の小さくなる収束位置に全ての偏向磁石を配置

できる。このように低エミッタンス化のため，偏向磁石数

を増やして各磁石からの分散を小さくし，その上で高磁場

勾配の四極磁石で各偏向磁石部の分散を極小化する配列が

MBA ラティスである。最適な分散関数分布を可能にする

電子ビームの収束系の設置スペースを確保できる周長の大

きな蓄積リングほど，低エミッタンス化が容易である。

蓄積リングには設計エネルギーを持つ電子が，全ての設

計磁場中心を通る理想軌道が存在する。ビーム内の電子

は，理想軌道を中心に水平垂直方向に微小振幅の振動

（ベータトロン振動）をしながらリングを周回する。周回

のベータトロン振動数は，蓄積リングの磁石の配列で決定

され，本 3 GeV 蓄積リングでは，水平方向が28.17，垂直

方向が9.23である。蓄積リングの各位置でのベータトロン

振動の位相は周毎に異なり，その最大振幅を位置の関数と

して表したものをベータ関数と呼ぶ。放射により生じる電

子のベータトロン振動の振幅変化は，電子が光を放射する

場所での分散に依存する。このため，分散関数にマッチす

るように水平のベータ関数を偏向磁石内で最適化すること

も，放射による振動励起を抑制して，エミッタンスを低減

する上で重要になる。

発散四極（水平発散/垂直収束）を組み込んだ機能複合

型偏向磁石を採用すると，放射による水平の振動減衰を促

進できるのは何故だろう。定性的な説明は次のようにな

る。電子は放射で必ずエネルギーが減少する。この結果，

放射後の電子ビーム軌道はリングの内側にシフトする。軌

道を中心として外側に外れると小さくなる磁場勾配を付け

ることで，低エネルギー側を通過する電子の相対的に小さ

い振動振幅と高エネルギー側を通過する電子の相対的に大

きい振動振幅の偏差を，一様磁場に比べ抑制できる5)。つ

まり，振動励起の振幅のバラツキを低減する。この効果は

damping partition number で表現され，SPring8 で Jx＝1

に対し，本 3 GeV 蓄積リングでは Jx＝1.4程度が得られる。

Table 1 に本 3 GeV 蓄積リングと SPring8 の比較をまと

める。SPring8 に対して約 1/4 の周長というコンパクト

な本 3 GeV 蓄積リングは，4BA ラティスで偏向磁石総数

を増やし，機能複合型偏向磁石の採用で，1 nm.rad の低

エミッタンスを実現する。

エミッタンスを下げるため偏向磁石数を DBA, 4BA,

5BA…のように単に増やせばよいのかというと，そう

ではない。Table 1 に示すように，隣り合う偏向磁石間の

距離は SPring8 で約16 m に対し，本 3 GeV 蓄積リング

は約5.5 m と 1/3 に縮小されている。偏向磁石間の狭いス

ペースに多極磁石を設置して各偏向磁石中のビームサイズ

を極小化する MBA ラティスでは，高パッキングファク

ター克服が大きな課題となる。加速器機器実装技術を進化

させない限り，やみくもに偏向磁石数を増やすことは困難

である。

Fig. 4 はアンジュレータ用の長直線部中心から次の長直

線部中心までの 4BA ラティス中の電子ビーム水平（x），

垂直（y）ベータ関数と分散関数を表す。偏向磁石位置で，

水平ベータ関数 bx，分散関数 hx が極小化されていること

がわかる。極小化は，偏向磁石間の四極磁石の磁場勾配の

最適化で実現する。アンジュレータ中心でのビームサイズ

は

sx＝ ex bx, sy＝ ey by (3)
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Fig. 5 Transverse beam proˆles of SPring8 (left) and 3 GeV-ring (right) at the undulator centers.

Table 2 Main parameters of 3 GeV-ring.

Parameter Value

Beam energy [GeV] 2.998

Circumference [m] 348.8432

Number of cells 16

Long straight section (LSS) [m] 5.44×16

Short straight section (SSS) [m] 1.6427×16

Betatron tune (x/y) 28.17/9.23

Natural chromaticity (x/y) －60.50/－40.99

Natural horizontal emittance [nm.rad] 1.14

Momentum compaction factor 0.000433

Natural energy spread [] 0.0843

Lattice functions at LSS (bx/by/hx) [m] 13.0/3.0/0.0

Lattice functions at SSS (bx/by/hx) [m] 4.08/2.962/0.052

Damping partition number (Jx/Js) 1.389/1.611

Damping time (tx/ty/ts) [ms] 8.091/11.238/6.976

Radiation loss in bends [MeV/turn] 0.621

RF frequency [MHz] 508.75905

Harmonic number 592
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である。垂直エミッタンスは水平エミッタンスの 1（ey/

ex＝0.01）を仮定して，アンジュレータ中心でのビームプ

ロファイルを求めたのが Fig. 5 である。3 GeV 蓄積リング

のビームサイズは，SPring8 に比べて半分以下の小さな

光源である。

周期長 lw，偏向定数 K のアンジュレータ放射波長は

l＝
lw

2g2(1＋
K2

2 ) (4)

である6)。真空封止アンジュレータを仮定し，周期長 lw＝

20 mm，K＝1 での放射光波長は，本 3 GeV 蓄積リングで

1 nm 程度，SPring8 では0.1 nm 程度である（Table 1 参

照）。長直線部の長さは5.4 m，ラティス中心の多極ウィグ

ラー用の短直線部の長さは1.6 m である。長直線部16本の

内，2 本は蓄積リング高周波加速空胴用と線型加速器から

のビーム入射用である。残りの14本を放射光ビームライ

ンに利用する。短直線部については電子ビームモニタ用の

2 本を除く14本が放射光ビームラインとなる。計28本の

ビームラインを提供できる。3 GeV 蓄積リングの主要設

計パラメータを Table 2 に示す。

蓄積リングへの電子ビーム入射は，シンクロトロン加速

器を用いず，全長110 m の線型加速器による 3 GeV 加速

で行う（Fig. 3 参照）。熱電子銃を採用し，SACLA と同じ

C バンド加速器で入射器として充分な低エミッタンスビー

ムを生成する。蓄積リングの外側に配置し，将来の軟 X

線 FEL への拡張性も有する。

3. 加速器要素開発

2 章の加速器システムを実現するため，各種要素開発を

行っている。加速器は，磁石，真空，高周波等のシステム

から構成され，その要素開発においては，要求される仕様

を瞬時的に満たすのではなく，安定性（仕様がフラつかな

い），信頼性（故障が極めて少ない）を確保するよう設計

の段階から留意し，これを実現していくことが肝要とな

る。そこで，SPring8/SACLA 等で養ってきた経験知

見を大いに参考にしつつ，次世代放射光に求められる高い

要求仕様を実現するための開発を行ってきた。3 章ではそ

の概要を紹介する。

3.1 磁石システム

各セルにおける磁石配置は，セル中心に対しミラー対称

に設計されている（Fig. 4 参照）。3 GeV 蓄積リング用テ

ストハーフセルは，2 台の機能複合型偏向磁石，5 台の四

極磁石，5 台の六極磁石で構成されている。これまで，

ハーフセルに相当する磁石全数を試作することで，各種磁

石が個別に設計性能を満足することを確認するのに加え，

これらをハーフセル上に組み立てることで，磁石間の空間

干渉，設置手順，磁石列の精密アライメント方法確立等を

行ってきた（Fig. 6 参照）。精密アライメント方法の確立に
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Fig. 6 A test half-lattice of 3 GeV-ring.
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おいては，放射光加速器施設のタイトな建設スケジュール

の中で，設定時間内に磁石列を精密にアライメントできる

かどうかの確認作業も行った。

機能複合型偏向磁石は有効長1.13 m で，水平方向に電

子ビームを発散させる四極成分を持つ。この磁石を用いる

ことで，水平エミッタンスを低減し，発散四極磁石数を減

らすことが出来る。双極磁場と四極磁場勾配の設計値は，

それぞれ0.8688 T と－7.06 T/m である。ビーム軌道中心

でのギャップ長は28 mm である。

四極六極磁石は有効長0.2 m で，積層鋼板で製作す

る。ボア径はそれぞれ34 mm と40 mm であり，最大の磁

場勾配は50 T/m と1540 T/m2 である。磁場の均一度が

10－3以下となる有効磁場領域は±8 mm である。

次世代光源では，四極六極磁石を高精度（10 mm オー

ダー）でアライメントした上でリング状に配置すること

が，ビームを安定に周回する上で必須であり，重要な要素

技術である。そこで，SPring8II 用に開発された

Vibrating Wire 法（数 mm の精度でアライメントできる，

振動ワイヤ法）を用いて，四極六極磁石の磁場中心をア

ライメントした7)。各磁石の磁場中心と機械中心の差は±

50 mm 以内であることがわかった。

3.2 真空システム

MBA ラティス低エミッタンス蓄積リングは，偏向磁石

内の分散関数，水平ベータ関数を小さくするため，高磁場

勾配を持つ多極磁石を必要とする。小ボア径の磁石に狭口

径の真空チェンバを設置し，磁石や放射光アブソーバを高

いパッキングファクターで配置する必要がある。これが第

3 世代放射光源と大きく異なる点である。そこで，次世代

の SPring8II 計画のために進められていた真空チェンバ

デザインと R&D を本 3 GeV 蓄積リングでは採用する8)。

狭小口径に対応するため，銅メッキを施した薄肉のステン

レス製真空チェンバを採用する。分散配置された放射光ア

ブソーバ近傍に NEG ポンプとイオンポンプを配置し，ア

ブソーバから生成する脱ガスを排気する。本真空システム

デザインにより，目標真空寿命10時間以上を達成する目

処は得られた。モーメンタムアクセプタンスで決まる寿命

10時間と合わせて，電子ビーム寿命 5 時間以上を目指す。

3.3 高周波加速システム

偏向磁石挿入光源での放射光発生により生じる周回電

子ビームのエネルギー損失（放射損失）を補充するため，

蓄積リングには高周波加速システムを設ける。この際，電

子が 1 周あたりロスするエネルギー（本 3 GeV 蓄積リン

グの場合，約 1.26 MeV）を補充するだけでなく，モーメ

ンタムアクセプタンスで決まる電子ビーム寿命を10時間

以上に保つため，3.6 MV の加速電圧を持つ高周波加速シ

ステムを構築する。放射線防護上の許容範囲に電子ビーム

ロスを抑え，且つ，万一入射器が一時的にマシントラブル

に陥っても，ある程度安定したビーム蓄積を確保するため

である。また，放射光ビームライン数確保のため，高周波

加速システムの設置スペースは 5.4 m の長直線部 1 本に

限定する。以上の開発指針のもと，SPring8II 用に提案

された新型コンパクト TM020空胴を採用し，開発を進め

ている9,10)（Fig. 7, Table 3 参照）。この新型空胴は，蓄積

ビームの不安定性原因となる空胴で発生する高次高調波

（HOM: Higher Order Mode）加速成分を，新しい加速器

技術を用いて抑制する。従来は HOM 電磁波吸収体（フ

ェライトなど）を加速空胴外部のビームパイプに設置して

いたのに対し，内部設置とすることで，ビーム進行方向長

の短い加速空胴を実現した。1 本の長直線部に設置した 4

台の TM020空胴で3.6 MV の加速電圧を供給する（Fig. 7

参照）。

本空胴へ高出力高周波を供給する高周波源は，SPring

8 で使用されているクライストロンベースのシステムを採

用し，これを構築する。
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Fig. 7 TM020 HOM damped cavity. HOM dampers are installed on slots on the cavity inner wall along the magnetic

node of TM020 mode.

Fig. 8 Linear accelerator.

Table 3 TM020 cavity parameters.

Cavity parameters Value

RF frequency [MHz] 508.76

Mode TM020

Shunt impedance [MQ] 6.8

Acc. voltage [kV] 900

RF power per cavity [kW] 120
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3.4 線型加速器

線型加速器はコンパクト，低コスト，堅牢性を意識し，

軟 X 線 FEL 駆動可能なデザインとした11)。SACLA /

SPring8 で開発された C バンド加速技術を用いて 3 GeV

加速を実現する1214)。Fig. 8 に線型加速器の全体図を示

す。主加速部は，40 MV/m 以上の加速勾配を持つ C バン

ド加速管 2 本/ユニット×20ユニットの計40本で構成され

る。C バンド加速管本体と，各加速管に約40 MW の高周

波を供給するために用いる SLED と呼ばれる高周波パル

ス圧縮器については，コストの効率化や堅牢性の観点から

SACLA デザインに改造を加えた。また，クライストロン

故障時の交換作業を考慮し，導波管真空窓の新設を検討し

ている14)。これら改造品の高出力テストを2019年度中に

終える予定である。 low-level RF 制御系については，

MicroTCA.4 技術を用いたコンパクトなシステムで RF の

位相と振幅を精密にコントロールする15)。

電子源としては，グリッド付熱カソードを用いた50 kV

電子銃の直後に238 MHz の加速空胴を配置した500 kV 電

子源システムを開発中である（Fig. 9 参照)1618)。SACLA

の CeB6 熱カソード500 kV パルス電子銃19)よりも，コン

パクトで堅牢性に優れ，保守性，安定性を優先し設計され

ている。本電子源の下流には476 MHz のバンチャー空胴，

2 m の S バンド加速管を設置し，0.3 nC でバンチ幅 5 ps

FWHM の電子バンチを C バンド加速システムに供給す

る。本電子源の性能確認のため，テストスタンドを構築し，

0.3 nC，電子ビームエネルギー500 keV 以上，規格化エミ

ッタンス10 mm.rad 以下という 3 GeV 加速器の入射器と

して必要な目標性能（Table 4 参照）を達成した16)。

3 GeV 線型加速器システムの入射部は計算コード PAR-
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Fig. 9 Electron gun system consisting of a 50 kV electron gun and a

238 MHz accelerating cavity. The electron beam current is

measured by a Faraday cup.

Table 4 3 GeV Linac parameters.

Linac parameters Value

Beam energy [GeV] 3

Normalized emittance [mm.rad] ＜10

Emittance at 3 GeV [nm.rad] ＜1.7

Bunch charge [nC] 0.3

Bunch length FWHM [ps] 5

Energy spread FWHM [] 0.16

Repetition rate (Nomal) [Hz] 1

(RF conditioning/FEL) [Hz] 25

Fig. 10 In-vacuum transparent oŠ-axis beam injection scheme.
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MELA を用いて SACLA と同様の手法で設計した11)。入

射部以降の C バンド加速部分は SAD を用いて計算した。

将来の軟 X 線 FEL では，低エミッタンスビームを生成す

るため，電子源システムについては再設計が必要となる。

3.5 蓄積リングへの入射システム

線型加速器から蓄積リングへの入射部設計は，狭いダイ

ナミックアパーチャを持つ次世代放射光源にとって重要課

題の一つである。SPring8II を目的として，Fig. 10に示

す真空封止パルスセプタムやキッカー磁石から構成される

入射システムの開発が行われており，3 GeV 蓄積リング

でもこれを採用する20)。

開発における重要な視点の 1 つは，蓄積リングにビー

ムが入射されるタイミングで蓄積ビームが揺れ，ユーザー

に届く光に顕著な影響が出ることがない入射システムの実

現である。入射時のビーム振動をビームサイズの 1/10程

度の10 mm 以下に抑制することを目標に，単一電源並列駆

動ツインキッカーシステムを開発している21)。現在，電

源の設計製作を終え，電源の性能評価およびキッカーの

詳細設計を進めている。

4. まとめ

3 GeV 次世代放射光施設の加速器システムは SPring8/

SACLA の知見技術と SPring8II 計画の R&D の成果

を利用し，設計開発が進められている。いくつかの加速器

コンポーネントについては，2019年度中の終了を目指し

て開発が継続中である。
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Accelerator system for a highly brilliant compact
3 GeV light source project
Nobuyuki NISHIMORI QST, 111 Kouto, Sayo-cho, Sayo-gun, Hyogo 6795148, Japan

Takahiro WATANABE JASRI, 111 Kouto, Sayo-cho, Sayo-gun, Hyogo 6795198, Japan

Hitoshi TANAKA RIKEN SPring8 Center, 111 Kouto, Sayo-cho, Sayo-gun, Hyogo 679
5148, Japan

Abstract A compact 3 GeV light source project capable of delivering the highly brilliant soft and tender X

rays is proposed in Japan. The low-emittance storage ring based on a 4bend achromat lattice is

composed of 16 lattices for a small circumference of about 350 m. The total number of 28 beam-

lines is available. The natural horizontal emittance is expected to be around 1.1 nm.rad, and the

maximum brilliance will exceed 1021 photons/sec/mm2/mrad2/0.1 b.w. for the 13 keV region

with a stored beam current of 400 mA. The accelerator components are designed by utilizing the

advanced studies for the SPring8 upgrade project as well as by taking account of high stability

and reliability of the system. A full energy injector linac consisting of Cband accelerating struc-

tures developed for SACLA is employed for the injection of low emittance beam to the ring. A

future upgrade for the injector linac as an SXFEL driver is also envisioned. In this paper, the ac-

celerator system for the 3 GeV light source project is described.




